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Siire 90 dakikadir. Sorularin timii  yvamitlanacaktir. Kendi not &
kitaplarimizdan vararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(30), 2(2 2 20

Sorulardaki MOS transistorlar icin Vin = 1V, Vrp=-1V, kx' = 2.kp' = 20pA/V2,
AN =0.01V"1, Ap =0.02V-! olarak verilmistir.

Soru 1. Sekil-1’deki islemsel kuvvetlendirici Vpp = Vss = 2.5V’1uk
beslenmektedir. Devrede Ig=20uA, I, = 60uA, (W/L), =3, (W/L)3 =1,
=(10/3) olarak belirlenmistir.

a- Sistematik dengesizlik olmamasi i¢in eleman boyutlar

saglayan Cc kompanzasyon kapasitesi degerini
sag yaridiizlemdeki sifir1 sonsuza kaydiran sifir
c- Islemsel kuvvetlendiricinin agik ¢evrim kazancini

Soru 2.

a- Sekil-2a’daki band arahgi devresi . » = m.Is; olarak verilmistir.
Islemsel kuvvetlendiriciyi ideal k ederek Vour ¢ikis gerilimini veren bagintiyl
yaziniz.

b- Islemsel kuvvetlendiricinin Vos giri lik gerilimi nedeniyle band aralig:
devresi Sekil-2b’deki bici onilismektedir. Bu durum i¢in Vour ¢ikis gerilimini
veren bagintiy1 yeniden yazini gesizlik geriliminin Vour cikis gerilimini
nasil etkiledigini gerekli vererek belirtiniz.

Soru 3. Sekil-3a’da veri osilatorii, Sekil-gb’de verilen CMOS OTA yapisi

ir, OTA-C osilatoriinde C; = C. = 25pF olacak ve osilator

a) Devr rin gegis iletkenligi nasil secilmelidir?

i gecis iletkenligi degerini saglarken Ia= 100uA’lik bir kutuplama
s1, giris isareti degisim araliginin -1V < Vip < +1V ve ilk kat
v = 2 olmasi, Vo ¢ikis geriliminin her iki yone de simetrik olarak
s1 istenmektedir. Transistorlarin (W/L) oranlarini belirleyiniz.
likselme egimini hesaplayiniz.

,‘Soru 4. Sekil-4’deki katlanmig Gilbert devresinde analog carpma devresinin K kazang
sabitinin K=200pA/V2, NMOS ve PMOS transistorlar i¢in K, = K, ¢ikis fark akiminin
(AI = Is-1;) degisim araliginin
-150pA < Al < +150pA
olmasi istenmektedir.Issi (i= 1,2,3) akimlari ve transistorlarin (W/L); (j= 1,2,3,4,5,6)
oranlarini belirleyiniz.
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Sekil-2. (a) ideal islemsel kuvvetlendirici ile g1 referansi (b) dengesizlik
geriliminin etkisi. (Soru 2)
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) OTA-C osilatorii (b) Simetrik CMOS OTA (Soru 3)
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Soru 1.

o
W/L), (W/L), 1W/L), I L
wiL),  wiL), 2w/l 25 WEh= VL)

_ 60ud _30 _
(W/L ), 20;1,4(10/3) S 10

2.0 _

WL ),= (WL ), . 212 =1, 220044 _ g
Io 204
b-
Emi—2 Emi—2
w, = 2. . = = —
| r.f C Cc Y &
) 4

C

G =k, 10.(%) = A/10x107° x20x10° x3
1-2

28401V
2.7.1.5x10

C

ks 2..6x1077

dVo
dt

=7.69V /| us

=

Em
Ky = L
g02 +ga4
Em
Ky, = 6



Gy =Apd,y, = %,1},.10 =0.02x10x10™° =0.244/V

Gos=Aydy, = %AN 1, =0.01x10°x10x10™° = 0.1/ V

g, =Apd, =0.02x60x10°° =1.2u4/V  g,, =Ay.d, =0.01x60x10° =0.6u4/V

KV1:81.5 KV2:_66
K= 5466
Soru 2.
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Soru 3.
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Soru 4.
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-150uA < Al < +150uA
Issi=Isso=Iss3 = Iss

-Iss < Al < Iss— Iss=150uA olmali. »
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